FDSOOR45KL3-K_B5 iﬁn eon

hochisolierendes Modul

hochisolierendes Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode

Eigenschaften
+ Elektrische Eigenschaften
- Vcps = 4500 V
- Ic nom =800 A/ Icrm = 1600 A
- Grolde DC-Festigkeit
- Hohe dynamische Robustheit

- Hohe Kurzschlussrobustheit
- Niedriges Vcgsat
- Trench IGBT 3
- VcEsat Mit positivem Temperaturkoeffizienten
« Mechanische Eigenschaften
- AlSiC Bodenplatte fiir erhohte thermische Lastwechselfestigkeit

Grole Luft- und Kriechstrecken

Isolierte Bodenplatte
Gehduse mit CTI> 600
- Gehduse mit erweiterten Isolationseigenschaften von 10,4kV AC 60s
Potenzielle Anwendungen
+ Traktionsumrichter

+ Motorantriebe

+ Mittelspannungsantriebe
+ Chopper-Anwendungen
» Hochleistungsumrichter

Produktvalidierung
+ Qualifiziert fir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068
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infineon

1 Gehiuse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso |RMS,f=50Hz,t=60s 10.4 kv

Teilentladungs- Vieot | RMS, f=50Hz, Qpp<10pC 3.5 kv

Aussetzspannung

Kollektor-Emitter- Veep) | Tyj=25°C, 100 Fit 3000 v

Gleichsperrspannung

Material Modulgrundplatte AlSiC

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) AIN

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kiihlkorper 64.0 mm

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kontakt 56.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kithlkorper 40.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kontakt 26.0 mm

Vergleichszahl der CTl >600

Kriechwegbildung

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Modulstreuinduktivitat Lsce 20 nH

Modulleitungswiderstand, Raasce | Tc=25°C, pro Schalter 0.18 mQ

Anschlisse - Chip

Modulleitungswiderstand, Recvepr | Tc=25°C, pro Schalter 0.18 mQ

Anschlisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -55 125 °C

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. glltiger | M6, Schraube 4.25 575 | Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Anzugsdrehmoment f. elektr. M - Montage gem. gliltiger | M4, Schraube 1.8 2.1 Nm

Anschlisse Applikationsschrift M8, Schraube 8 10

Gewicht G 1400 g

Anmerkung: Das maximal zuldssige du/dt, definiert zwischen 0,6 und 1xVce, betrdgt 2400V/us.
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2 IGBT, Brems-Chopper

2 IGBT, Brems-Chopper
Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=-40°C 4500 Y
Sperrspannung T,j=25°C 4500
T,;=125°C 4500
Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=125°C Tc=95°C 800
Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 1600
Spitzenstrom
Gate-Emitter- VGEs +20 v
Spitzenspannung
Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kollektor-Emitter- Vcesat |[Ic=800A, Vge=15V T,j=25°C 250 | 2.85 v
Sattigungsspannung T,=125°C 310 | 3.70
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=70.5mA, Ve =V, Ty;=25°C 5.40 6 6.60 v
Gateladung Qg Vce=2800V 26.5 uC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 1.1 Q
Eingangskapazitat Cies f=1000 kHz, T\;=25°C, Vg =25V, Vge =0V 185 nF
Ruckwirkungskapazitat Cres f=1000 kHz, T\;=25°C, Vg =25V, Vge =0V 31 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Icks Vce=4500V, Vge=0V T,j=25°C 5 mA
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 400 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic =800 A, Vcg=2800V, |T,=25°C 0.580 us
(ind. Last) Vee=+15V,Rgon=10Q T,;=125°C 0.600
Anstiegszeit (induktive Last) t Ic=800A, Vcg=2800V, |T,=25°C 0.190 us
Voe=#15V,Reon=1Q |7 —1957C 0.220
Abschaltverzogerungszeit taoff  |lc=800A,Vcg=2800V, |T,;=25°C 6.600 us
(ind. Last) Ve =15V, Rgor = 7.5Q T,,=125°C 6.900
Fallzeit (induktive Last) ts Ic=800A, Vcg=2800V, |T,=25°C 0.350 us
Ve =215V, Rgo = 7.5Q T,;=125°C 0.450
Einschaltzeit (ohmsche Last) ton.r |lc=500A, Vcg=2000V, |T,;=25°C 1.80 us
Ve =215V, Rgon =1 Q
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic =800 A, Vcg=2800V, |T,=25°C 3100 mJ
Alps (Tyj=125°C)
(wird fortgesetzt...)
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3 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=800A, Vcg=2800V, |T,;=25°C 2800 mJ
Puls ;Z o:f;;'b ‘fejv/jtlf Vi l1y=125°C 3400
2000 V/ps (T\,j =125°C)
Kurzschlussverhalten Isc Vee<15V, Vc=2800V, |tp<10ps,Ty;< 4600 A
Veema=Vees-Lsce*di/dt | 125°C
Warmewiderstand, Chip bis Rihyc | proIGBT 11.1 | K/kW
Gehause
Warmewiderstand, Gehause Rincy | Pro IGBT, Apasie= 1 W /(M*K) 13.5 K/kwW
bis Kiihlkorper
Temperatur im Schaltbetrieb Tjop -50 125 °C
3 Diode, Brems-Chopper
Tabelle 5 Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VRRM T,j=-40°C 4500 v
Spitzensperrspannung T,j=25°C 4500
T;=125 °C 4500
Dauergleichstrom Ig 800 A
Periodischer Spitzenstrom IFrM tp=1ms 1600 A
Grenzlastintegral It tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 255 kA?s
Spitzenverlustleistung Prom | Tyj=125°C 1600 kW
Mindesteinschaltdauer tonmin 10 gs
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ir=800A,Vge=0V T,;=25°C 2.50 | 3.10 v
T,j=125°C 2.50 | 3.00
Riickstromspitze Irm Vr=2800V, /r=800A, T,j=25°C 1000 A
3V§E>o Al/i;/ ’(T(jjI 2/2;5 o) |TuTIBC 110
Sperrverzégerungsladung Q Vr=2800V, /[r=800A, T,j=25°C 770 pC
S0 Ty 125°0) |97 125°C
(wird fortgesetzt...)
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4 Diode, Revers

infineon

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Abschaltenergie pro Puls Erec VR =2800V, /- =800 A, T,;=25°C 1200 mJ
3V§(E)o Al/f;;/ ’(T(jljI i/(itzs o) |Tu=1257C 2400
Warmewiderstand, Chip bis Rinjc | pro Diode 25.5 | K/kW
Gehause
Warmewiderstand, Gehause Rincy | pro Diode, Apasie= 1 W /(m*K) 21.0 K/kW
bis Kuhlkérper
Temperatur im Schaltbetrieb | T4, -50 125 °C
4 Diode, Revers
Tabelle 7 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VRRM T,;=-40°C 4500 Y
Spitzensperrspannung T,;=25°C 4500
T,;=125 °C 4500
Dauergleichstrom Ig 800 A
Periodischer Spitzenstrom IrrM tp=1ms 1600 A
Grenzlastintegral 2t tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 255 kAZs
Spitzenverlustleistung Prom | Tyj=125°C 1600 kW
Mindesteinschaltdauer tonmin 10 gs
Tabelle 8 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ir=800A,Vge=0V T,j=25°C 2.50 | 3.10 v
T,j=125 °C 2.50 | 3.00
Rlckstromspitze Irm Vr=2800V, /r =800 A, T,j=25°C 1000 A
3V§(E)o Al/f;;/ ’(T(jljI i/(itzs o) |Tu=1257C 1150
Sperrverzégerungsladung Q, Vr=2800V, /[r=800A, T,j=25°C 770 pcC
3‘/?560 Al/i;/ ’(T:-I 2/2;5 o) |TuTIBC 1400
Abschaltenergie pro Puls Erec Vr=2800V, /[r=800A, T,j=25°C 1200 mJ
S0 Ty 125°0) 117125
(wird fortgesetzt...)
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4 Diode, Revers

Tabelle 8 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Warmewiderstand, Chip bis Rinyc | pro Diode 25.5 | K/kW

Gehause

Warmewiderstand, Gehause Rinch | pro Diode, Apysie= 1 W /(M*K) 21.0 K/kW

bis Kuhlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | T, -50 125 °C
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5 Kennlinien

5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Brems-

lc = f(Vcg) Chopper
Vge=15V lc=f(Vce)
Tyj=125°C
1600 7 1600
T =25°C /
V) /
1400 Ty =125 / 1400
1200 1200
1000 1000
£3 =
=, 800 =, 800+
600 600
400 400
200 200
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0.0

Ve (V)

Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Brems-
Chopper

Schaltverluste (typisch), IGBT, Brems-Chopper
E=1(l¢)

lc =f(Vee) Reoff = 7.5 Q, Rgon = 1 Q, Vg = 2800V, Vge =+ 15V
VCE =20V
1600 7 11000
T, =25°C /
—— — T —19E° / 10000
1400 ] T,=125°C /
9000
1200 8000]
1000 7000
— = 6000
<, 800 E
5000
600 4000
400 3000
2000
200
1000
0 0 T T T T T T T
5 12 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
I (A)
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, Brems-Chopper

E=f(Rg)
Ic =800 A, Vg = 2800V, Vge = + 15V

Transienter Wairmewiderstand , IGBT, Brems-Chopper
Z, =f(t)

15000 O

E ,T =125°C

on’ " vj
13500 f|——— E,, T, =125°C
off _vj

12000

10500

9000

E (mJ)

7500

6000

4500

3000

1500

0

012 3 45 6 7 8 9101112131415

R, ()

100

——— Z,,:1GBT

10

z,, (K/kW)

i 1 2 3 4

r[K/kw] 1.486 6.721 1.572

s 0.008 0.08 0.36 6.41

0.1 T T T
0.001 0.01 0.1 1 10

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,

Brems-Chopper

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT, Brems-
Chopper

lc=f(Vce) C=f(Vce)
Reoff = 7.5Q, Ve =15V, T,; = 125°C f=1000 kHz, Ve =0V, T, =25 °C
1800 1000
Cies
1600 —— G
______ CI’ES
1400 L_
1200 100
1000 —
< =
v o
800
l‘\
W\
600 104N\
N
\\ > ~ ~
400 \\\\ - ~—
— I, Modul B S E——— T U S
200{|{———lChip | W | L TTTe——
0 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ve (V) Ve (V)
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5 Kennlinien

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Brems-
Chopper

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Brems-Chopper

g =f(VE)
Vee =f(Qe)
lc=800A, Ty;=25°C
15 1600 : : 7
1,225 //
12 ———reus /
12001 T,=125°C )
9] /
1200 i’
6 | /
1000
3
E —_
% 0- < 800 /
> - /
3 /)
-3 /
600 y
_6 — /
400 7
o /
9 /
200
12 P
/
7
-15 T T T T T T 0
0 4 8 2 16 20 24 28 00 05 10 15 20 25 30 35

Q; (HC)

Schaltverluste (typisch), Diode, Brems-Chopper

Schaltverluste (typisch), Diode, Brems-Chopper

Erec =f(Ip) Erec = f(Rg)
VCE =2800 V, RGon = RGon(IGBT) VCE =2800 V, ||: =800A
3200 2800
E oo T, =125°C | E oo Ty =125°C |
2800 2400
2400
2000
2000
— — 1600
= -
S S
“’$ 1600 “’5
i ©
1200
1200
800
800
400 400
0 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I (A) R, (Q)
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5 Kennlinien

Transienter Warmewiderstand, Diode, Brems-Chopper

Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Brems-Chopper

Zin =f(t) lr=f(Vg)
—_ o
T,j=125°C
100 2000
ch:Diode — I, Modul
1600
10
1200
= —
< <
£ =
N:E
800
14
400
i 1 2 3 4
r[K/kw] 5222 15.1 3.423 1.746
Ts] 0.004 0.048 0.247 4.383
0.1 T T T 0
0.001 0.01 0.1 1 10 0 1000 2000 3000 4000 5000
t(s) V. (V)

R

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Revers

Schaltverluste (typisch), Diode, Revers

g = f(VF) Erec= f(lF)
Vce=2800V, Rgon = RGon(IGBT)
1600 T T 7 3200
T, =25°C / / |— E oo T, = 125°C
— o /
1400} T,=125%C i 2800}
/
1200 // 2400
1000 2000
z 2
< 800 / =, 1600
/ W
600 4 1200
/
/
400 7 800
/
/
200 400
/
s
P
0 O I I I I I I I
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
ALY e (A)
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), Diode, Revers Transienter Wirmewiderstand, Diode, Revers

Erec = f(Re) Zin =f(t)
Vce=2800V, =800 A

2800

100
| E _,T.=125°C |

rec’ _vj ZthC: Diode

2400

10
2000

1600

(mJ)

rec

z,, (K/kW)

1200

800
0.1

i 1 2 3 4
400

r[K/kw] 5.222 15.1 3.423 1.746

s 0.004 0.048 0.247 4.383

T T T T 0.01 T T
0.001 0.01 0.1 1 10

Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Revers
Ir =f(Vg)
Tyj=125°C

2000

— I, Modul

1600

1200

800

400

0 1000 2000 3000 4000 5000

V, (V)
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6 Schaltplan
% 7 5
3
N T 402 i
$—M
Abbildung 1
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7 Gehduseabmessungen

7 Gehauseabmessungen
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Datasheet 14 Revision 1.10
2021-12-23



FD8OOR45KL3-K_B5

hochisolierendes Modul

8 Modul-Label-Code

8 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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Anderungshistorie

Anderungshistorie

Dokumentenrevision |Freigabedatum |Beschreibung der Anderungen

V2.0 2015-07-08 Preliminary datasheet

V3.0 2015-09-14 Final datasheet

V3.1 2016-08-30 Final datasheet

V3.2 2018-01-15 Final datasheet

V3.3 2019-08-23 Final datasheet

n/a 2020-09-01 Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision
number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet =
1.xy

1.10 2021-12-23 Final datasheet
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WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem ndachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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